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Plazminiy bangy rezonansy [1] numatymas
submikroniniuose  lauko  tranzistoriy  kanaluose
stimuliavo taikomuosius darbus terahercy (THz)
diapazone gerokai vir§ standartiniy ribiniy dazniy. Yra
nemazai eksperimentiniy [2] ir teoriniy darby [3],
jrodan¢iy, kad plazmoninis lyginimas gali bati
panaudotas efektyviai THz detekcijai. Nezitrint to, yra
daug neatsakyty klausimy, lieCianciy prognoziy
patikimuma, naudojant egzistuojan¢ius hidrodinaminius
modelius realiy detektoriy tyrimuose.

Siame darbe yra pateikti THz detekcijos didelio
elektrony judrio tranzistoriuose (HEMT) skaitmeninio
modeliavimo rezultatai. Buvo naudojamas dvimatis
hidrodinaminis (HD) Al,GaygN/GaN HEMT modelis,
realizuotas Synopsys TCAD Sentaurus programy pakete.
Palyginimui buvo naudotas supaprastintas
dreifinis-difuzinis (DD) modelis, atmetant energijos
balanso lygtj. AlGaN sluoksnio storis - 20 nm, i$tako (S),
sklendés (G) ir santako (D) ilgis - 300 nm, S-D atstumas -
300 nm, G-D atstumas - 500 nm. AlGaN tarp elektrody
padengtas 25 nm SisN, pasyvaciniu  sluoksniu.
SizN,/AlGaN riboje jvestas 5-10* cm™? pavirsinio tankio
donorinis lygmuo (0.4 eV nuo draustinés juostos centro),
palaikantis didelj elektrony tankj kanale tarp elektrody.
AlGaN ir GaN sluoksniai nelegiruoti. S ir G sujungta per
pastovios jtampos Saltinj Ug, tarp D ir S jjungtas 50 mV
amplitudés kintamos jtampos (0.1-1.0 THz) Saltinis.
Detekcijos rezultatas gaunamas vidurkinant santako
srove, praleidus pereinamuosius procesus dviejy pirmyjy
periody metu. Tranzistoriaus jautris THz spinduliuotei
buvo skaiCiuojamas kaip detektuotos santako srovés
santykis su kintamos jtampos $altinio galia (A/W).

1 pav. pateikti pagrindiniai modeliavimo rezultatai.
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1 pav. Tranzistoriaus jautrio priklausomybé nuo
sklendés jtampos, esant skirtingiems kintamos
jtampos Saltinio virpesiy dazniams

Didinant daZnj jautris mazéja. Tai yra siejama su
did¢janciais galios nuostoliais kanale tarp elektrody.
Taip pat didéja skirtumas tarp HD ir DD modeliy
rezultaty. Esant 100 GHz, abu modeliai duoda
praktiskai vienodg maksimaly jautrj apie 3.1 A/W prie
Ug = -2.6 V. Svarbus rezultatas yra tai, kad HD modelis
numato detektuotos srovés zenklo pokytj, virSijus tam
tikra Ug verte. Sis efektas, kuris buvo stebétas
eksperimente [4] ir kurj negalima paaiskinti
plazmoniniais modeliais, labiau pasireiskia, esant
aukStesniems dazniams. 2 pav. parodyta vidutinés
elektrony temperatiiros priklausomybé kanale nuo Ug.
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2 pav. Vidutinés elektrony temperatiiros priklausomybé
kanale nuo sklendés jtampos Ug

Nezidrint to, kad elektrony temperatiira keiciasi
nedaug, jos pasiskirstymas iSilgai kanalo duoda
papildomg difuzing srove, kuri prie Ug = 0 yra
dominuojanti, lyginant su plazmoniniu detekcijos sandu.
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